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[緒言] 酸化ハフニウム(HfO2)は 2011 年に 20 nm 以下の極薄膜にて強誘電性が発見され[1]、新規強

誘電体材料として注目されている。また、HfO2 は CMOS プロセスとの親和性の高さに加え圧電性

も示すことから、圧電 MEMS への応用も検討に値する。本研究では、スパッタリング法にてイッ

トリウム(Y)をドープした HfO2 基膜(Y-HfO2 膜)の非加熱の厚膜作製を圧電特性評価と共に報告し

てきた。[2] 一方で、当研究室では 20 nm 程度の薄膜におい

てジルコニウム (Zr) と Y のドープ量を変化させ、

0.05Y-0.95(Hf0.5,Zr0.5)O2 の組成比で高い強誘電性を示すこと

が判明した。[3] この組成で厚膜が作製できれば Y-HfO2 より

も高い圧電性を示す圧電膜ができる可能性がある。そこで

今回は 0.05Y-0.95(Hf0.5,Zr0.5)O2 の組成でスパッタした HfO2

基厚膜(Y-HZO 厚膜)を室温で作製したので報告する。 

[実験] Pt/Si基板上にRFマグネトロンスパッタリング法にて

0.05Y-0.95(Hf0.5,Zr0.5)O2の組成のY-HZOを約 1 μm堆積した。 

[結果と考察] XRD による 2θ-Ψスキャン結果を Fig. 1 に示す。

{111}配向および{100}配向した直方晶相の位置（2θ：30°、Ψ: 

0° および 2θ：35°、Ψ: 0°）にピークが確認できたことから

強誘電体厚膜ができていることが示唆された。Fig. 2 に電界

印加による電気特性および変位測定の結果を示す。強誘電性

由来の P-E 曲線とそれに対応した変位が観測され、Y-HZO

強誘電体厚膜が圧電性を有していることが確認された。残留

分極および抗電界はそれぞれ 7.3 μC/cm2, 1.3 MV/cm であっ

た。また、0 MV/cm 付近の変位から d33,fは約 5 pm/V である

ことが判明した。 
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Fig. 1 XRD 2θ-Ψ mapping of Y-HZO 

film prepared on Pt/Si substrate. 

 
Fig. 2 Polarization and strain curve 

measured at 10 kHz for Y-HZO 
films. 
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